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Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню фізичних процесів, що відбуваються під дією зовнішніх впливів у
багатошарових омічних контактах до n-InP з дифузійним бар'єром TiBx. В якості зовнішніх впливів
використовувалися мікрохвильова обробка, швидка термічна обробка (ШТО) та гамма-опромінення ^60Со.
Встановлено, що омічні контакти Au-TiBx-Ge-Au-n-n+-n++-InP, сформовані магнетронним напиленням з
наступною ШТО при температурі 450 °С, зберігають свою структуру і величину питомого контактного опору
при робочих температурах діода Ганна. Під дією гамма-опромінення ^60Со до дози 10^7 Гр в контактах,
заздалегідь підданих ШТО при T=400 °С, спостерігаються процеси деградації внаслідок дифузії кисню крізь
плівку TiBx. Вперше була отримана зростаюча температурна залежність питомого контактного опору
омічного контакту Au-Ge-TiBx-Au до n-n+-n++-InP в діапазоні температур 80-380 К, яка була пояснена
струмопроходженням по металевих шунтах, які проросли крізь дислокації і замикають ОПЗ, з урахуванням
обмеження протікаючого струму дифузійним підведенням електронів.



2. The thesis deals with investigation of physical processes in multilayer ohmic contacts to n-InP with TiBx
diffusion barrier subjected to external actions, such as microwave irradiation, rapid thermal annealing (RTA) and
^60Со gamma-irradiation. It was found that Au-TiBx-Ge-Au-n-n+-n++-InP ohmic contacts formed using
magnetron sputtering followed by RTA at a temperature of 450 °С retain their structure and contact resistivity
value at Gunn diode operating temperatures. The contacts subjected to RTA at T = 400 °С followed by ^60Со
gamma-irradiation up to a dose of 10^7 Gy demonstrated degradation processes caused by oxygen diffusion
through the TiBx film. For the first time, a growing temperature dependence of contact resistivity was obtained for
Au-Ge-TiBx-Au ohmic contact to n-n+-n++-InP in the 80-380 K temperature range. This was explained by current
flow through metal shunts associated with dislocations that short-circuit space-charge region, with allowance
made for current limitation by diffusion supply of electrons.
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